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1、 死区时间的定义 
死区时间是 PWM 输出时，为了使 H 桥或半 H 桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设

置的一个保护时段。通常也指 pwm 响应时间。    
由于 IGBT（绝缘栅极型功率管）等功率器件都存在一定的结电容，所以会造成器件导通关断的延迟

现象。一般在设计电路时已尽量降低该影响，比如尽量提高控制极驱动电压电流，设置结电容释放回路

等。为了使 IGBT 工作可靠，避免由于关断延迟效应造成上下桥臂直通，有必要设置死区时间，也就是

上下桥臂同时关断时间。死区时间可有效地避免延迟效应所造成的一个桥臂未完全关断，而另一桥臂又

处于导通状态，避免直通炸模块。    
死区时间大，模块工作更加可靠，但会带来输出波形的失真及降低输出效率。死区时间小，输出波形

要好一些，只是会降低可靠性，一般为 us 级。一般来说死区时间是不可以改变的，只取决于功率元件制

作工艺！ 
 

2、 死区时间的计算方法 
TD:死区时间   Toff : IGBT 关断延迟时间   Ton : IGBT 开通延迟时间 
TD=Toff(max)-Ton(min) 
我们以富士 2MBI200S-120 为案例来估算 2MBI200S-120 理论的死区时间 
电气特性： 

 

图 1：开关时间与集电极电流的曲线图：（Tj=25℃） 
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图 2：开关时间与集电极电流的曲线图：（Tj=125℃） 
 

 
       图 3：  开关时间与栅极电阻间的曲线图： 
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       首先我们选定栅极电阻：RG=4.7， VCE=600V,  VGE=±15V 

         由图 1可知：Ton=0.3us    Toff=0.48us 

         由图 2可知：Ton=0.32us   Toff=0.59us 

       所以： TD=Toff(max)-Ton(min)=0.59-0.30=0.29us   
  考虑到器件分分散性：我们留 20%的误差量： 

则:  TD’=0.29*1.2=0.35us 
         同时我们由图 3可知： 

            Ton 与 Toff 随 RG 的增加而增加，所以实际设计中要充分考虑 RG 的影响。 
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